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1.背景・目的 

これまでシンクロンの RAS (Radical Assisted Sputtering)は、金属不完全反応超薄膜の金属モード

スパッタとラジカル源による反応プロセスを空間的に分離し、各プロセスを交互に高速で繰返す

ことにより、量産装置として高品質な酸化物薄膜の高速成膜を実現してきた。近年、新機能性材

料や代替材料の開発に向けてマテリアル・インフォマティクスが提唱され、その実現に向けた装

置開発が求められている。従来 RAS は回転ドラム式を採用した大型装置であり基礎研究やデバイ

ス開発に不向きであった。そこで RAS モードを可能にする小型スパッタ装置「プログラマブル

RAS」を開発した(1)。本研究ではプログラマブル RAS による SiO2成膜、膜質の評価を行った。 

2.プログラマブル RAS 

本装置(Fig.1)は、従来 RAS の成膜プロセスと反応プロセスを空間分離する方式から、各プロセ

スを時間分離する方式にすることで RAS モードを実現する。その特徴として、電子シャッターに

より各カソードのスパッタ時間とタイミング、反応ガス導入(ラジカル発生)時間とタイミングの個

別制御を可能にし、対象薄膜に応じプログラマブルにスパッタシーケンスを組むことができる。 

3.実験 

Si ターゲットを DC パルススパッタしながら、酸素ガスをパルス導入して SiO2の作製を試みた。 

スパッタシーケンスを Fig.2 に示す。1 サイクル 4[s]のうち Si スパッタ時間を X[s]として、スパッ

タ開始に同期した酸素ガス導入時間を 1[s]に固定し、このサイクルを繰り返すことで成膜を行っ

た。薄膜の屈折率（λ=550nm）はスパッタ時間 X に対する特異な変化を示した。詳細は講演にて。 

 

Fig.1 Diagram of programmable RAS system             Fig.2 SiO2 sputtering sequence 
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